
반도체 양자점 생성을 위한

플라즈마 공정 기술

 - 플라즈마 공정에 의해 반도체 비정질 박막으로부터 반도체 양자점을 생성하고 그 

크기를 쉽게

    제어하는 것이 가능함

 - 플라즈마 공정을 통해 결정화가 균일한 양자점을 생성할 수 있고, 양자점의 생성을 위한 

양산성을

    높이고 환경에 대한 유해한 영향을 저감할 수 있음

기술내용 및 차별성

특허/권리 현황

반도체 양자점의 생성과 크기 제어 방법 및 시스템

결정화된 반도체 입자의 증착을 위한 

반도체 소자 제조 장치 및 방법

플라즈마 점화 장치를 포함하는 

반도체 제조 장치 및 그 방법
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특허명No. 특허번호

 - 플라즈마 공정을 적용하여 비정질 반도체 박막으로부터 균일한 결정성을 갖는 반도체 

양자점을

    생성하고 그 크기를 제어할 수 있는 반도체 양자점의 생성과 크기 제어 방법 및 시스템

 - 기존 고에너지 이온빔 대신 플라즈마 공정을 통해 반도체 양자점 생성 및 크기 조절

기술 개요

 - 양자점은 전기적 및 광학적 특성을 나타내는 나노입자로써 디스플레이, 반도체 

분야에서 다양하게

    활용됨

 - 반도체 물질로써의 나노입자를 양자점을 형성하는데 비정질 기판에서는 적용되기 

기술개발 배경

[반도체 양자점 생성 공정(좌), 반도체 양자점 크기 제어 공정(우)]

김정형 박사


